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V305a SOI技術を用いた新型X線撮像分光器の開発 36:Double-SOI構造を導入したX
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我々は次世代のX線天文衛星「FORCE」搭載を目指し、SOI技術を用いた新たなX線撮像分光器「XRPIX」
を開発している。XRPIXはX線が入射したピクセルのみを読み出すことで、数 µsの高い時間分解能を実現可能
である。先行研究より、ピクセル回路層とセンサー層との間で電気的な干渉が生じ、分光性能が劣化することが明
らかになった。そこで干渉を抑えて分光性能を向上させるために、回路層とセンサー層との間の絶縁層に新たに
中間 Si層を静電シールドとして挟み込むDouble-SOI構造を導入した。今回我々はこのDouble-SOI構造を導入
した新たなXRPIXにサブピクセルスケールで照射位置を変えながら単一エネルギーのX線を照射し、電荷収集
の一様性を評価した。その結果ピクセル境界付近ではエネルギースペクトルの形状がピクセル中心と比べて大き
く変化し、波高値が減少していることが分かった。この結果はピクセル境界付近で電荷損失が起きていることを
示唆している。この原因を明らかにするために、我々はセンサー層内の電場構造と電荷輸送過程について TCAD
を用いて 2次元シミュレーションを行った。また、シミュレーションでは絶縁層内の中間 Si層の配置やセンサー
層内の不純物プロファイルを詳細に組み込んだ。本講演では、Double-SOI構造を持つXRPIXのピクセル境界付
近の電荷損失の原因の調査結果について詳細を報告する。


